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犆狅狀狋犻狀狌狅狌狊犕犻犮狉狅狊狋狉狌犮狋狌狉犲犈狋犮犺犻狀犵犘狉狅犮犲狊狊犘狅犾狔犻犿犻犱犲

犅犪狊犲犱犕狅狏犻狀犵犕犪狊犽犈狓狆狅狊狌狉犲

ＸＩＥＹｕｐｉｎｇ
１，２，３，ＷＵＰｅｎｇ

２，３，ＹＡＮＧＺｈｅｎｇ
２，３，ＹＩＮＳｈａｏｙｕｎ

２，３，ＤＵＣｈｕｎｌｅｉ２
，３，ＤＯＮＧＬｉａｎｈｅ１

（１犛犮犺狅狅犾狅犳犗狆狋狅犲犾犲犮狋狉狅狀犻犮犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵，犆犺犪狀犵犮犺狌狀犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔狅犳犛犮犻犲狀犮犲犪狀犱犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔，

犆犺犪狀犵犮犺狌狀１３００２２，犆犺犻狀犪）

（２．犆犺狅狀犵狇犻狀犵犐狀狊狋犻狋狌狋犲狅犳犌狉犲犲狀犪狀犱犐狀狋犲犾犾犻犵犲狀狋犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔，犆犺犻狀犲狊犲犃犮犪犱犲犿狔狅犳犛犮犻犲狀犮犲狊，

犆犺狅狀犵狇犻狀犵４０１１２２，犆犺犻狀犪）

（３犆犺狅狀犵狇犻狀犵犓犲狔犔犪犫狅狉犪狋狅狉狔狅犳犕狌犾狋犻犛犮犪犾犲犕犪狀狌犳犪犮狋狌狉犻狀犵犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔，犆犺狅狀犵狇犻狀犵４０１１２２，犆犺犻狀犪）

犃犫狊狋狉犪犮狋：Ｔｈｅｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙｅｔｃｈｉｎｇｐｒｏｃｅｓｓｗａｓｄｅｖｅｌｏｐｅｄｔｏｍａｋｅｔｈｅｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓｓｕｒｆａｃｅｍｉｃｒｏｌｅｎｓ

ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｎａｓｅｌｆｓｕｐｐｏｒｔｉｎｇｐｏｌｙｉｍｉｄｅ（ＰＩ）ｔｈｉｎｆｉｌｍ．Ｔｈｅｐｈｏｔｏｒｅｓｉｓｔｓｃｕｌｐｔｕｒｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓｗｅｒｅ

ｏｂｔａｉｎｅｄｂｙｍｅａｎｓｏｆｍｏｖｉｎｇｍａｓｋｅｘｐｏｓｕｒｅｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｆｉｒｓｔｌｙ，ａｎｄｔｈｅｎｔｈｅｙｗｅｒｅｔｒａｎｓｆｅｒｒｅｄｏｎｔｏａＰＩ

ｔｈｉｎｆｉｌｍｗｉｔｈｈｉｇｈｆｉｄｅｌｉｔｙ．Ｗｈｉｌｅｔｈｅｋｅｙｐｏｉｎｔｏｆｏｕｒｐｒｏｃｅｓｓｉｓｈｏｗｔｏａｃｈｉｅｖｅｅｑｕａｌｒａｔｉｏｅｔｃｈｉｎｇ．Ｔｈｅ

ａｆｆｅｃｔｉｏｎｏｆｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｏｆｅｔｃｈｉｎｇｇａｓｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ、ｒａｔｉｏａｎｄｆｌｏｗｔｏｔｈｅｅｑｕａｌｒａｔｉｏｅｔｃｈｉｎｇｗａｓｓｔｕｄｉｅｄ

ｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅｌｙ．Ｕｎｄｅｒｔｈｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎｏｆｓｏｍｅｐｒｏｃｅｓｓｐａｒａｍｅｔｅｒｓａｒｅｆｉｘｅｄ（ｓｕｃｈａｓｔｈｅＲＦｐｏｗｅｒ，ｃｈａｍｂｅｒ

ｐｒｅｓｓｕｒｅａｎｄｓｅｌｆｂｉａｓ），ｗｈｅｎｔｈｅｃｏｎｔｅｎｔｏｆＯ２ｗａｓａｃｏｎｓｔａｎｔｉｎｔｈｅｍｉｘｉｎｇｗｏｒｋｇａｓｏｆＯ２＋ＳＦ６，ｗｉｔｈ

ｔｈｅｐｅｒｃｅｎｔａｇｅｏｆＳＦ６ｉｎｃｒｅａｓｉｎｇｔｏ１３．０４％，ａｎｄｔｈｅｔｏｔａｌｆｌｏｗｗａｓｔｈｅｏｐｔｉｍａｌｖａｌｕｅｏｆ４６ｓｃｃｍ，ｗｈｉｃｈ

ｍａｋｅｓｔｈｅｅｔｃｈｉｎｇｒａｔｅｉｓ１３６ｎｍ／ｍｉｎａｎｄｔｈｅｅｔｃｈｉｎｇｒａｔｉｏｉｓ１∶１．０２．Ｔｈｅａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃｅｔｃｈｉｎｇｗｉｔｈｔｈｅ

２．３％ｅｔｃｈｉｎｇｅｒｒｏｒｗａｓｏｂｔａｉｎｅｄｆｉｎａｌｌｙ．ＩｔｈａｓｐｒｏｖｅｄｔｈａｔｔｈｅｍｉｃｒｏｌｅｎｓａｒｒａｙｆａｂｒｉｃａｔｅｄｏｎａＰＩｔｈｉｎ

ｆｉｌｍｈａｓｔｈｅｓａｍｅｏｐｔｉｃａｌｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｃｏｍｐａｒｉｎｇｔｏａｍｉｃｒｏｌｅｎｓａｒｒａｙｏｎａｑｕａｒｔｚｓｕｂｓｔｒａｔｅ，ｂｙｕｓｉｎｇｔｈｅ

ｆｏｃａｌｓｐｏｔｔｅｓｔｉｎｇｓｅｔｕｐｉｎｏｕｒｌａｂ．

犓犲狔狑狅狉犱狊：Ｍｉｃｒｏｌｅｎｓ；Ｍｏｖｉｎｇｍａｓｋ；Ｒｅａｃｔｉｖｅｉｏｎｅｔｃｈｉｎｇ；Ｅｑｕａｌｒａｔｉｏｅｔｃｈｉｎｇ；Ｐｏｌｙｉｍｉｄｅ （ＰＩ）；

Ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｓｍ；Ｏｐｔｉｃａｌｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ

犗犆犐犛犆狅犱犲狊：２２０．３７４０；２２０．４０００；３１０．６８６０
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